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У Віснику опубліковано результати науково-технічних досліджень у галузі технологічних, 

експериментальних, теоретичних та методологічних проблем електроніки, фізики і техніки напів-
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Тематика вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Електроніка” охоп-
лює такі розділи електроніки: 

матеріали електронної техніки; 
фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; 
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експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; 
методика досліджень. 
У Віснику “Електроніка”   публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені його 

тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть бути представлені як співробітниками 
Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи авторів з 
України друкуються українською мовою. 

Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та техно-
логічних спеціальностей. 
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